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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】  表示装置における電圧降下に起因する画素の
輝度の低下を軽減する。
【解決手段】  表示装置１００において、有機発光素子
ＯＬＥＤに電流を供給する電源供給線Ｖｄｄの断面積
を、輝度データを流すデータ線ＤＬおよび走査信号を流
す走査線ＳＬの断面積よりも大きくする。これにより、
電源供給線Ｖｄｄの低抵抗化を図り、電圧降下の影響を
軽減する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の光学素子と、
前記光学素子のそれぞれに電気エネルギーを供給する電
源供給線と、
前記光学素子のそれぞれに制御信号を送る信号線と、
を備え、
前記電源供給線の抵抗は、前記信号線の抵抗よりも低い
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】  前記電源供給線の断面積は、前記信号線
の断面積よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載
の表示装置。
【請求項３】  前記電源供給線の幅は、前記信号線の幅
よりも広いことを特徴とする請求項１または２に記載の
表示装置。
【請求項４】  前記電源供給線を含む層の厚さは、前記
信号線を含む層の厚さよりも厚いことを特徴とする請求
項１から３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項５】  前記電源供給線を構成する材料の電気抵
抗率は、前記信号線を構成する材料の電気抵抗率よりも
低いことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載
の表示装置。
【請求項６】  前記信号線は、前記光学素子のそれぞれ
の輝度を制御するための輝度データを送るデータ線であ
ることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の
表示装置。
【請求項７】  前記信号線は、前記光学素子のそれぞれ
の表示タイミングを制御するための走査信号を送る走査
線であることを特徴とする請求項１から５のいずれかに
記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は表示装置に関し、特
に、電圧降下に起因するアクティブマトリクス型表示装
置における画素の輝度の低下を改善する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス表示装置
（以下、「有機ＥＬ表示装置」または「有機ＥＬパネ
ル」ともいう）が、新たな平面型表示装置として注目さ
れている。とくに、薄膜トランジスタ（Thin Film Tran
sistor：以下、「ＴＦＴ」ともいう）をスイッチング素
子として備えるアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装
置は、現在広く普及している液晶表示装置にとって代わ
る次世代表示装置の最有力候補であり、実用化に向けて
熾烈な開発競争の最中にある。
【０００３】有機ＥＬ素子は液晶表示素子と異なり、素
子自身が発光するため、液晶表示装置では必須の構成で
あったバックライトが不要となり、装置のさらなる薄型
化、軽量化が期待できる。また、自発光することを利用
して、液晶表示装置のバックライトなど、発光装置とし
ての利用も期待されている。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】有機ＥＬ素子は、電流
が流れることにより発光する電流駆動型光学素子である
から、表示のために有機ＥＬ素子が発光している間、有
機ＥＬ素子に電流が流れ続ける。このとき、有機ＥＬ素
子に電流を供給する電源供給線の電圧降下により有機Ｅ
Ｌ素子の輝度が低下することがある。アクティブマトリ
クス型有機ＥＬ表示装置では、電圧降下の影響により、
同じ輝度データを設定した画素の輝度がばらつくことが
あり、表示品位の低下をもたらす要因となっていた。
【０００５】本発明は、そうした課題に鑑みてなされた
ものであり、その目的は、表示装置における画素の輝度
の低下を改善する技術の提供にある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明のある態様は表示
装置に関する。この表示装置は、複数の光学素子と、光
学素子のそれぞれに電気エネルギーを供給する電源供給
線と、光学素子のそれぞれに制御信号を送る信号線と、
を備え、電源供給線の抵抗は、信号線の抵抗よりも低
い。これにより、電圧降下に起因する光学素子の輝度の
低下およびばらつきを改善することができる。
【０００７】電源供給線の断面積は、信号線の断面積よ
りも大きくてもよい。これにより、電源供給線の低抵抗
化を図ることができる。電源供給線の幅は、信号線の幅
よりも広くてもよい。電源供給線を含む層の厚さは、信
号線を含む層の厚さよりも厚くてもよい。層厚を厚くす
ることで、光学素子の開口率を下げずに断面積を大きく
することができるという利点がある。電源供給線を構成
する材料の電気抵抗率は、信号線を構成する材料の電気
抵抗率よりも低くてもよい。
【０００８】信号線は、光学素子のそれぞれの輝度を制
御するための輝度データを送るデータ線であってもよ
い。信号線は、光学素子のそれぞれの表示タイミングを
制御するための走査信号を送る走査線であってもよい。
データ線および走査線は、各光学素子に電圧信号を送る
が、定常状態では電流が流れないので、電圧降下の影響
が少ない。したがって、データ線および走査線の断面積
を電源供給線よりも小さくしておくことで、光学素子の
開口率を向上させることができる。
【０００９】なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本
発明の表現を方法、装置、システム、などの間で変換し
たものもまた、本発明の態様として有効である。
【００１０】
【発明の実施の形態】（第１の実施の形態）図１は、第
１の実施の形態に係る表示装置１００の１画素分の回路
構成を示す。この回路は、有機発光素子ＯＬＥＤと、有
機発光素子ＯＬＥＤを制御するための２つのトランジス
タＴｒ１およびＴｒ２と、保持容量Ｃと、走査信号を送
る走査線ＳＬと、輝度データを送るデータ線ＤＬと、有
機発光素子ＯＬＥＤに電流を供給する電源供給線Ｖｄｄ
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とを備える。
【００１１】電源供給線Ｖｄｄは、有機発光素子ＯＬＥ
Ｄを発光させるための電流を供給する。データ線ＤＬ
は、有機発光素子ＯＬＥＤのそれぞれの輝度を制御する
ための輝度データの信号を流す。走査線ＳＬは、有機発
光素子ＯＬＥＤのそれぞれの発光タイミングを制御する
ための走査信号を流す。これらの配線は、通常、定電圧
源に接続されている。
【００１２】第１のトランジスタ（以下、「スイッチン
グトランジスタ」ともいう）Ｔｒ１は、ゲート電極が走
査線ＳＬに接続され、ドレイン電極（またはソース電
極）がデータ線ＤＬに接続され、ソース電極（またはド
レイン電極）が第２のトランジスタ（以下、「駆動用ト
ランジスタ」ともいう）Ｔｒ２のゲート電極に接続され
る。本実施の形態では、スイッチングトランジスタは、
２つのゲート電極を有するダブルゲート構造をとってい
るが、別の形態では、シングルゲート構造または３以上
のゲート電極を有するマルチゲート構造であってもよ
い。また、スイッチングトランジスタＴｒ１は、ｎチャ
ネルトランジスタであってもｐチャネルトランジスタで
あってもよい。
【００１３】駆動用トランジスタＴｒ２は、ソース電極
（またはドレイン電極）が有機発光素子ＯＬＥＤの陽極
に接続され、ドレイン電極（またはソース電極）が電源
供給線Ｖｄｄに接続される。駆動用トランジスタＴｒ２
も、スイッチングトランジスタＴｒ１と同様に、シング
ルゲート構造であってもマルチゲート構造であってもよ
く、ｎチャネルトランジスタであってもｐチャネルトラ
ンジスタであってもよい。
【００１４】有機発光素子ＯＬＥＤは、陽極が駆動用ト
ランジスタＴｒ２のソース電極（またはドレイン電極）
に接続され、陰極は接地される。保持容量Ｃの一端は、
スイッチングトランジスタＴｒ１のドレイン電極（また
はソース電極）と駆動用トランジスタＴｒ２のゲート電
極に接続され、他端は、図示しない配線に接続され接地
される。保持容量Ｃの他端は、電源供給線Ｖｄｄに接続
されてもよい。
【００１５】以上の構成によってなされる動作を説明す
る。有機発光素子ＯＬＥＤの輝度データの書込のために
走査線ＳＬの走査信号がハイになると、スイッチングト
ランジスタＴｒ１がオンとなり、データ線ＤＬに入力さ
れた輝度データが駆動用トランジスタＴｒ２および保持
容量Ｃに設定される。すると、その輝度データに応じた
電流が駆動用トランジスタＴｒ２のソース－ドレイン間
に流れ、この電流が有機発光素子ＯＬＥＤに流れること
により有機発光素子ＯＬＥＤが発光する。走査線ＳＬの
走査信号がローになると、スイッチングトランジスタＴ
ｒ１がオフとなるが、駆動用トランジスタＴｒ２のゲー
ト電圧は保持されるので、有機発光素子ＯＬＥＤは引き
続き設定された輝度データに応じて発光する。
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【００１６】次の走査タイミングになると、再び走査線
ＳＬの走査信号がハイになり、スイッチングトランジス
タＴｒ１がオンとなって、データ線ＤＬに入力された新
たな輝度データが駆動用トランジスタＴｒ２および保持
容量Ｃに設定される。これにより、有機発光素子ＯＬＥ
Ｄは、新たな輝度データに応じて発光する。
【００１７】有機発光素子ＯＬＥＤは、電流が流れるこ
とにより発光するので、発光中は有機発光素子ＯＬＥＤ
に電流を供給し続ける必要がある。アクティブマトリク
ス型表示装置など、電源供給線Ｖｄｄが複数の画素の有
機発光素子ＯＬＥＤに電流を供給する構成になっている
場合は、それぞれの有機発光素子ＯＬＥＤに電流が流れ
ることで電圧降下が生じる。一般に、電源供給線Ｖｄｄ
は、定電圧源に接続されているので、定電圧源から離れ
た画素ほど電圧降下の影響を受けて低い電圧が印加され
ることになる。駆動用トランジスタＴｒ２のソース電極
（またはドレイン電極）に印加される電圧が低下する
と、駆動用トランジスタＴｒ２のソース－ドレイン間電
圧が低下し、有機発光素子ＯＬＥＤの動作点が駆動用ト
ランジスタＴｒ２の特性の飽和領域から外れる結果、有
機発光素子ＯＬＥＤに流れる電流が少なくなり、輝度が
低下してしまう。また、駆動用トランジスタＴｒ２がｐ
チャネル型のトランジスタであった場合は、電源供給線
Ｖｄｄに接続される側の電極がソース電極となるが、電
源供給線Ｖｄｄに電圧降下が生じると、同じ輝度データ
が画素に設定され同じ電圧がゲート電極に印加されてい
ても、定電圧源から離れた画素ほど低い電圧がソース電
極に印加されることになり、ゲート－ソース電圧が同じ
にならず、同じ輝度で発光しないため、輝度のばらつき
が生じてしまう。このような輝度の低下およびばらつき
は、表示装置の大画面化が進み、より多くの画素がマト
リクス状に配置されると、より顕著になることが容易に
予想される。電圧降下に起因する輝度の低下およびばら
つきを改善することは、表示装置の大画面化、高輝度化
のために非常に重要である。
【００１８】図２は、第１の実施の形態に係る表示装置
１００の上面を模式的に示す。図２は、図１と同様に、
１画素分の回路が形成された部分の上面を示す。図２に
示すように、本実施の形態では、電源供給線Ｖｄｄの配
線の幅を、データ線ＤＬおよび走査線ＳＬの配線の幅よ
りも広くしている。これにより、電源供給線Ｖｄｄ、デ
ータ線ＤＬ、および走査線ＳＬを同種の材料により構成
した場合であっても、電源供給線Ｖｄｄの抵抗をデータ
線ＤＬおよび走査線ＳＬの抵抗よりも低く抑えることが
できる。データ線ＤＬおよび走査線ＳＬは、各画素のト
ランジスタの電極に電圧信号を送るために設けられてお
り、過渡的に電流は流れるが、定常的に流れるわけでは
ないので、電圧降下の影響は小さい。このため、これら
の配線の幅を電源供給線Ｖｄｄよりも狭くすることで、
有機発光素子ＯＬＥＤの開口率を向上させることができ
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る。
【００１９】（第２の実施の形態）図３は、第２の実施
の形態に係る表示装置１００の断面構造を概略的に示
す。図３では、図１に示した１画素分の回路のうち、ス
イッチングトランジスタＴｒ１、駆動用トランジスタＴ
ｒ２、および有機発光素子ＯＬＥＤが形成された部分の
断面構造を示す。本実施の形態の表示装置１００の回路
構成は、図１および図２に示した第１の実施の形態の回
路と同様であってもよいし、その他任意の回路構成であ
ってもよい。表示装置１００は、絶縁性基板１０の上に
設けられた、絶縁層１２、能動層１４、ゲート絶縁層１
６、ゲート電極１８、層間絶縁層２０、ドレイン電極２
２、ソース電極２４、第１の平坦化層２６、および第２
の平坦化層３４を含むＴＦＴ基板５０と、画素電極２
８、発光素子層３０、および対向電極３２を含む有機発
光素子６０とを備える。
【００２０】この表示装置１００を製造する手順を説明
する。基板１０は、石英、ガラス、無アルカリガラス、
ガラスセラミック、シリコン、金属、プラスチックなど
の絶縁性材料により形成された基板であってよい。基板
１０の上に、酸化ケイ素ＳｉＯ

２
、窒化ケイ素ＳｉＮ、

窒化酸化ケイ素ＳｉＯ
ｘ
Ｎ
ｙ
などの材料を、プラズマＣ

ＶＤ法などにより積層し、絶縁層１２を形成する。この
絶縁層１２は、ガラスなどの材料により形成された基板
１０を用いた場合に、ナトリウムイオンなどの不純物が
基板１０から能動層１４に侵入するのを防ぐために設け
られている。このような不純物侵入の恐れがない基板１
０を用いる場合には、絶縁層１２を設けなくてもよい。
【００２１】絶縁層１２の上に、プラズマＣＶＤ法など
により非晶質シリコン（amorphoussilicon：以下、「ａ
－Ｓｉ」ともいう）膜を形成する。つづいて、そのａ－
Ｓｉ膜の表面にＸｅＣｌエキシマレーザビームを照射し
てアニール処理を行うことにより、ａ－Ｓｉ膜を溶融再
結晶化して多結晶シリコン（poly-silicon：以下、「ｐ
－Ｓｉ」ともいう）膜に改質する。さらに、ｐ－Ｓｉ膜
を島化エッチングすることにより、能動層１４を形成す
る。
【００２２】能動層１４の上に、ＣＶＤ法により酸化ケ
イ素ＳｉＯ

２
、窒化ケイ素ＳｉＮなどを全面に蒸着し、

ゲート絶縁層１６を形成する。ゲート絶縁層１６の上
に、クロム、モリブデンなどの高融点金属からなる導電
材料をスパッタ法などにより成膜し、ホトリソグラフィ
技術およびドライエッチング技術を用いて、能動層１４
と重畳するようにゲート電極１８を形成する。このと
き、このゲート電極１８に接続する配線（図示せず）も
形成する。走査線ＳＬは、スイッチングトランジスタＴ
ｒ１のゲート電極１８ａに接続されるため、ゲート電極
１８ａと同じ層に形成されてもよい。このとき、走査線
ＳＬの厚みはｄ２となる。
【００２３】つづいて、ゲート電極１８をマスクとし
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て、ｐ－Ｓｉの能動層１４に対し、ゲート絶縁層１６を
通してＮ型またはＰ型のイオンを注入する。これによ
り、能動層１４のうちゲート電極１８に覆われていない
部分にＮ型またはＰ型の不純物イオンが注入される。不
純物イオンの種類は、形成すべきトランジスタの種別に
応じて選択されればよい。ゲート電極１８の直下の能動
層１４は、真性または実質的に真性なｐ－Ｓｉ膜のまま
である。
【００２４】さらに、能動層１４の幅よりも狭い幅に、
ゲート電極１８およびゲート絶縁層１６を覆うレジスト
を形成する。つづいて、このレジストをマスクとして再
びイオン注入を行う。レジストで覆われていなかった部
分の能動層１４は、不純物イオンが高濃度に注入されて
おり、ソース領域およびドレイン領域となる。レジスト
で覆われていた部分の能動層１４は、不純物イオンが低
濃度に注入された、いわゆるＬＤＤ領域となる。
【００２５】レジストを除去した後、プラズマＣＶＤ法
によりＳｉＯ

２
、ＳｉＮなどを全面に蒸着して、層間絶

縁層２０を形成する。つづいて、ソース領域およびドレ
イン領域に対応する位置に、層間絶縁層２０を貫通して
能動層１４に到達するようにコンタクトホールを形成
し、そのコンタクトホールにアルミニウムなどの金属を
充填してドレイン電極２２およびソース電極２４を形成
する。このとき、ドレイン電極２２およびソース電極２
４に接続する配線（図示せず）も形成する。データ線Ｄ
Ｌは、スイッチングトランジスタＴｒ１のソース電極
（またはドレイン電極）２４ａに接続されるので、ソー
ス電極（またはドレイン電極）２４ａと同じ層に形成さ
れてもよい。このとき、データ線ＤＬの厚みはｄ１とな
る。
【００２６】さらに、その上に、有機樹脂などの材料を
堆積させて第１の平坦化層２６を形成する。これによ
り、トランジスタなどの回路を形成した部分を覆い、基
板表面を平坦化する。有機発光素子６０の形成に先立っ
てＴＦＴ基板５０の表面を平坦化しておくことは、有機
発光素子６０の発光不良を防止するために非常に重要で
ある。
【００２７】第１の平坦化層２６の、駆動用トランジス
タＴｒ２のドレイン電極（またはソース電極）２２ｂお
よび２４ｂに対応する位置に、第１の平坦化層２６を貫
通して電極２２ｂおよび２４ｂに到達するようにコンタ
クトホールを形成し、その上から金属などの導電性材料
を充填し、パターニングすることにより、電源供給線Ｖ
ｄｄおよび上層の画素電極２８とのコンタクト部３６を
形成する。このとき、電源供給線Ｖｄｄの厚みｄ３を、
データ線ＤＬの厚みｄ１および走査線ＳＬの厚みｄ２よ
りも厚くすることで、画素の開口面積を減少させずに、
電源供給線Ｖｄｄの断面積を増大させることができ、電
源供給線Ｖｄｄ、データ線ＤＬ、および走査線ＳＬを同
種の材料により構成した場合であっても、電源供給線Ｖ
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7
ｄｄの抵抗をデータ線ＤＬおよび走査線ＳＬの抵抗より
も低く抑えることができる。この例のように、電源供給
線Ｖｄｄを、データ線ＤＬおよび走査線ＳＬを配線した
層と異なる層に配線することにより、電源供給線Ｖｄｄ
の厚みを他の配線よりも厚くすることが容易となる。電
源供給線Ｖｄｄを、データ線ＤＬまたは走査線ＳＬと同
じ層に配線するときは、電源供給線Ｖｄｄの幅を広くし
てもよいし、電源供給線Ｖｄｄの配線工程とデータ線Ｄ
Ｌまたは走査線ＳＬの配線工程を分けて、それぞれが所
定の厚みになるように形成してもよいし、双方を一度に
形成した後、データ線ＤＬまたは走査線ＳＬをエッチン
グにより薄くしてもよい。いずれの方法によっても、電
源供給線Ｖｄｄを含む層の厚さを、データ線ＤＬまたは
走査線ＳＬを含む層の厚さよりも厚くすることで、電源
供給線Ｖｄｄの低抵抗化を実現し、電圧降下の影響を軽
減することができる。なお、このとき、電源供給線Ｖｄ
ｄの厚さを厚くすることに加えて、第１の実施の形態と
同様に、電源供給線Ｖｄｄの配線幅をデータ線ＤＬまた
は走査線ＳＬの配線幅よりも広くし、さらに断面積の増
大を図ってもよい。
【００２８】第１の平坦化層２６の上に、有機樹脂など
の材料を堆積させて第２の平坦化層３４を形成する。第
２の平坦化層３４のコンタクト部３６に対応する位置
に、第２の平坦化層３４を貫通してコンタクト部３６に
到達するようにコンタクトホールを形成し、その上から
透明電極材料である酸化インジウム・スズ（Indium Tin
Oxide：ＩＴＯ）を堆積させ、パターン化して画素電極
２８を形成する。本実施の形態では、画素電極２８は陽
極である。陽極の材料としては、ＩＴＯのほか、酸化ス
ズ（ＳｎＯ

２
）、または酸化インジウム（Ｉｎ

２
Ｏ
3
）

等が例示されるが、一般的には、ホール注入効率や表面
抵抗の低さからＩＴＯが用いられる。
【００２９】画素電極２８の上に、発光素子層３０が形
成される。発光素子層３０は、有機発光材料を含む発光
層のほか、その上下に正孔輸送層および電子輸送層を設
けてもよい。一般に、これらの有機層は、複数の形成室
を備えるマルチチャンバー型製造装置にて真空蒸着法を
用いて形成される。発光層の材料としては、アルミキノ
リン錯体（Ａｌｑ３）、またはキナクリドン誘導体を含
むビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体（bis (1
0-hydroxybenzo[h]quinolinato) beryllium：Ｂｅｂｑ
２）等が例示される。正孔輸送層の材料としては、N,
N’-ジフェニル-N,N’-ジ(3-メチルフェニル)-1,1’-ビ
フェニル-4,4’-ジアミン（N,N’-diphenyl-N,N’-di(3
-methylphenyl)-1,1’-biphenyl-4,4’-diamine：ＴＰ
Ｄ）、4,4’,4’’-トリス(3-メチルフェニルフェニル
アミノ)トリフェニルアミン（4,4’,4’’-tris(3-meth
ylphenylphenylamino)triphenylamine：ＭＴＤＡＴ
Ａ）、N,N’-ジ(ナフタレン-１-イル)-N,N’-ジフェニ
ル-ベンジジン(N,N'-Di(naphthalene-１-yl)-N,N'-diph
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enyl-benzidine：ＮＰＢ)、等が例示される。電子輸送
層の材料としては、Ａｌｑ３またはＢｅｂｑ２等が例示
される。
【００３０】発光素子層３０の上に、対向電極３２が形
成される。本実施の形態では、対向電極３２は陰極であ
る。陰極の材料としては、例えば、リチウムを微量に含
むアルミニウム合金、マグネシウムインジウム合金、ま
たはマグネシウム銀合金等が例示される。対向電極３２
は、電子輸送層側から順に、フッ化リチウム（ＬｉＦ）
層およびアルミニウム（Ａｌ）層を備えた２層構造であ
ってもよい。以上の工程により、本実施の形態の表示装
置１００が製造される。
【００３１】（第３の実施の形態）本実施の形態では、
電源供給線Ｖｄｄを構成する材料の電気抵抗率を、デー
タ線ＤＬまたは走査線ＳＬを構成する材料の電気抵抗率
よりも低くすることにより、電源供給線Ｖｄｄの抵抗を
低く抑える。本実施の形態の表示装置１００の回路構成
は、図１に示した第１の実施の形態の回路構成と同様で
あり、回路の動作も第１の実施の形態と同様である。ま
た、本実施の形態の表示装置１００を製造する方法は、
図３を参照して第２の実施の形態で説明した製造方法と
同様である。本実施の形態では、電源供給線Ｖｄｄをア
ルミニウム、データ線ＤＬをアルミニウム－ネオジウム
合金、走査線ＳＬをモリブデンにより、それぞれ構成す
る。
【００３２】摂氏２０度におけるアルミニウムの電気抵
抗率は２．６９μΩ・ｃｍ、モリブデンの電気抵抗率は
５．７μΩ・ｃｍである。アルミニウム－ネオジウム合
金の電気抵抗率はネオジウムの含有量によって変化する
が、総じてアルミニウム単体の電気抵抗率よりも高い。
したがって、上述の材料により表示装置１００の各配線
を構成することにより、電源供給線Ｖｄｄの抵抗をデー
タ線ＤＬおよび走査線ＳＬの抵抗よりも低くすることが
できる。
【００３３】本実施の形態では、データ線ＤＬを構成す
る材料として、エレクトロマイグレーションを改善する
という観点からアルミニウム－ネオジウム合金を用いた
が、その他に、アルミニウム単体、アルミニウム－チタ
ン合金、アルミニウム－銅合金、アルミニウム－シリコ
ン合金などであってもよいし、その他の金属、合金、化
合物などであってもよい。また、走査線ＳＬを構成する
材料として、ウィスカ・ヒロックを改善するという観点
からモリブデンを用いたが、その他に、クロムやチタン
などの高融点金属、モリブデン－シリコン、チタン－シ
リコン、タングステン－シリコンなどの化合物などであ
ってもよい。電源供給線Ｖｄｄを構成する材料は、電気
抵抗率が低いものが好ましく、データ線ＤＬまたは走査
線ＳＬを構成する材料よりも電気抵抗率の低い材料を選
択するのがよい。たとえば、アルミニウムの他、銀、
銅、金などであってもよいし、その他の金属、合金、化
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合物などであってもよく、多層構造としてもよい。
【００３４】このように、本実施の形態では、電源供給
線Ｖｄｄを低抵抗な材料で構成することにより、電源供
給線Ｖｄｄの抵抗を低くし、電圧降下の影響を軽減す
る。さらに、第１の実施の形態と同様、電源供給線Ｖｄ
ｄの幅を広くすることにより、または、第２の実施の形
態と同様、電源供給線Ｖｄｄを含む層の厚さを厚くする
ことにより、または、それら双方を組み合わせることに
より、電源供給線Ｖｄｄの断面積を大きくし、低抵抗化
を図ってもよい。
【００３５】以上、本発明を実施の形態をもとに説明し
た。この実施の形態は例示であり、それらの各構成要素
や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形が可能なこ
と、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当
業者に理解されるところである。以下、そうした例を述
べる。
【００３６】電源供給線Ｖｄｄ、データ線ＤＬ、および
走査線ＳＬを配線する層は、上述の例に限られず、いず
れの層に配線されてもよい。
【００３７】実施の形態では、スイッチングトランジス
タＴｒ１および駆動用トランジスタＴｒ２は、ゲート電
極１８が能動層１４の上層にあるトップゲート方式であ
ったが、ゲート電極１８が能動層１４の下層にあるボト
ムゲート方式であってもよい。
【００３８】実施の形態では、有機発光素子を例にとっ
て説明したが、光学素子は、無機発光素子であってもよ
く、液晶表示素子であってもよい。実施の形態では、駆
動用トランジスタＴｒ２の電極は、有機発光素子６０の
陽極に接続されていたが、別の形態では、有機発光素子
６０の陰極に接続されてもよい。 *

10
*【００３９】スイッチングトランジスタは、二つ以上直
列におかれてもよい。その際、電流増幅率など、それら
のトランジスタの特性を異ならせてもよい。例えば、駆
動用トランジスタに近い側のスイッチングトランジスタ
の電流増幅率を低めに設定すれば、漏れ電流を減らす効
果が大きい。さらに、これらのスイッチングトランジス
タと駆動用トランジスタの特性を変えてもよい。例え
ば、駆動用トランジスタの電流増幅率を小さくした場
合、同じ輝度レンジに対応する設定データのレンジが広
がるため、輝度の制御が容易になる。
【００４０】
【発明の効果】本発明によれば、表示装置の表示品位を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施の形態に係る表示装置の１画素分の回路
構成を示す図である。
【図２】  実施の形態に係る表示装置の上面を模式的に
示す図である。
【図３】  実施の形態に係る表示装置の断面を模式的に
示す図である。
【符号の説明】
１０  基板、  １２  絶縁層、  １４  能動層、  １６
  ゲート絶縁層、  １８  ゲート電極、  ２０  層間絶
縁層、  ２２  ドレイン電極、  ２４  ソース電極、  
２６  平坦化層、  ２８  画素電極、  ３０  発光素子
層、  ３２  対向電極、  ５０  ＴＦＴ基板、  ６０  
有機発光素子、  １００  表示装置、Ｖｄｄ  電源供給
線、  ＤＬ  データ線、  ＳＬ  走査線、  ＯＬＥＤ  
有機発光素子。

【図３】



(7) 特開２００３－３３０３８７

【図１】



(8) 特開２００３－３３０３８７

【図２】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
Ｆターム(参考） 3K007 AB02 AB17 BA06 DB03 GA00
                5C094 AA04 AA10 AA55 BA03 BA27
                      CA19 DA13 DB01 DB04 EA04
                      EA07 EA10 FB01 FB12 FB20



专利名称(译) 表示装置

公开(公告)号 JP2003330387A 公开(公告)日 2003-11-19

申请号 JP2003020588 申请日 2003-01-29

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

[标]发明人 野口幸宏
松本昭一郎

发明人 野口 幸宏
松本 昭一郎

IPC分类号 H01L51/50 G09F9/30 G09G3/32 H01L27/32 H05B33/14

CPC分类号 H01L27/3276 G09G3/3225 G09G2300/0426 G09G2300/0809 G09G2300/0842 G09G2320/0223 
H01L2251/558

FI分类号 G09F9/30.330.Z G09F9/30.338 H05B33/14.A G09F9/30.330 G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27
/32

F-TERM分类号 3K007/AB02 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA00 5C094/AA04 5C094/AA10 5C094
/AA55 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/DB01 5C094/DB04 5C094/EA04 
5C094/EA07 5C094/EA10 5C094/FB01 5C094/FB12 5C094/FB20 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/CC33 3K107/CC36 3K107/DD39 3K107/EE03 3K107/FF04 3K107/FF15

代理人(译) 森下Kenju

优先权 2002059557 2002-03-05 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：减轻由于显示装置中的电压降引起的像素的亮度降低。 在
显示装置100中，使向有机发光元件OLED供给电流的电源线Vdd的截面
积比通过亮度数据的数据线DL和通过扫描信号的扫描线SL的截面积大。 
这减小了电源线Vdd的电阻并且减小了电压降的影响。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6b9d0741-5d9e-4388-bbd4-bb9f2081906d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027790977/publication/JP2003330387A?q=JP2003330387A

